
高精度レーザーアニールリング装置 
1. 装置概要 
直径数百�m の配列ピッチでアレイ状に形成したマイクロレンズアレイ(MLA)に

より、選択的に局所レーザーアニール処理することが可能。また、低コストで運用可
能な Nd:YAGパルスレーザーを２源装備し、電気的に制御可能なロングパルス化レー
ザーを搭載している。本装置では、TFTゲートパターン上などにある a-Si膜を局所的
かつ高い位置精度でレーザー照射を行うことが可能である。 
 
2. メーカー名・装置名称 
株式会社ブイ・テクノロジー製・高精度レーザーアニール装置 

 

  

   レーザーアニール装置外観   Nd:YAGレーザー外観 
 
3. 用途 
 局所的なレーザーアニーリングを行うことが可能。 
 
4. 仕様・構成 
 ・Nd:YAGロングパルスレーザー（基本波 1064nm） 
  Nd:YAGショートパルスレーザー（第二高調波 532nm） 
 ・レーザースクランブル機能によるレーザー光照度面内均一性 
 ・MLA基板-マスクアライメント機能 
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るため、高㏿ライン CCDカメラが基板裏面側に設置し、基板通過中に透過画像をリアル
タイムにキャプチャする。たとえば、基板のゲート配線パターンを画像処理により自動的

に認識し、常に照射したい位置に MLAを配置させることができ、かつ適切なタイミングで
レーザーのトリガパルスを生成できる。これにより，ゲート配線に対して特定の位置にレ

ーザーを μmの精度で照射できるようになっている。 

 
図 4-3-1 レーザーアニール実験装置 

 
次に装置の動作を詳細に説明する。2台の Nd:YAGレーザー発振器から出力された 532 

nmと 1064 nmのレーザー光は図 4-3-2の照明光学系に入射する。この照明光学系は基本
的に第 1、2フライアイレンズと第１、２コンデンサーレンズからなり、15 mm角の MLA
領域に±3 %以内でレーザー光を均一に照明することができる。 
しかしながら、このような従来型の照明光学系は水銀ランプなどの広帯域な光源に対し

て均一性を向上するものであるが、本装置で使用しているようなコヒーレンシーの高いレ

ーザー光を均一にするには追加的な特殊光学系が必要となっている。 
第 3章で説明したようにレーザーパルス幅を延ばしても a-Si膜のダメージが発生する

理由が上記照明光学系で発生するレーザーの干渉による照度ムラである。図 4-3-3に示す
ようにコヒーレンシーの高いレーザー光をフライアイレンズなどの複数のレンズで照射す

ると異なるレンズから照射されるレーザー光が同じ場所を照射するため、干渉性の高い

（コヒーレンシーの高い）レーザー光では干渉縞が発生する。これはコヒレントなレーザ

ー光を使用すると避けられない現象である。この干渉縞はフライアイレンズの間隔と開口

数 NAで決まり、本装置では約 230 µmとなっている。実際に MLA上で照明されたレーザ
ー光のビームプロファイルでも 230 μmピッチの赤い点が観測され、干渉縞によるムラが
見られる。この照度ムラは 13 %近くまで均一性を悪化させおり、これが MLAでアニール
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mJ/pulse、パルス幅可変な混合レーザーを出力できる構㐀としている。図 3-1-6はパルス
幅可変の 1064 nm Nd:YAGレーザー、図 3-1-7はパルス幅固定の 532 nm Nd:YAGレーザ
ーの外観写真である。 

 
図 3-1-6 Nd:YAGレーザー外観（パルス幅可変 1064 nm） 

 

 
   図 3-1-7 Nd:YAGレーザー外観（パルス幅固定 532 nm） 

 
３．２ 1ショットアニール処理向けの Nd:YAGレーザーによるアニール処理 

そこで、前述した Nd:YAGレーザーの基本波である 1064 nmを発振器内で電気的にパ
ルス幅調整できるようにし、パルス幅調整によりロングパルス化した 1064 nmのレーザー
光で a-Si膜をアニールする手法を検討した。図 3-2-1に 1064 nmを利用したレーザーアニ
ール処理手法を検証するための実験装置構成を示した。レーザーは前述したもので従来の

波長変換して発生させる 532 nmのレーザー光と電気的にパルス幅調整可能なロングパル
ス Nd:YAGレーザーを光学系により合波し、さらに照明光学系で均一なレーザー光として


